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1．はじめに 

CCD/CIS などの撮像デバイスの特性は、各種工程で生じる重金属汚染の悪影響を受けるため、金属汚

染対策にゲッタリング能力が付与された Si ウェーハが要望されている。それゆえ、我々は新規のゲッタリン

グ技術として炭素クラスターイオン照射法に着目し、検討を進めている。クラスターイオンとは複数の原子・

分子が結合し構成されたものである。クラスターイオン照射では複数の元素が同時に照射されるためにモノ

マーイオン注入と比較し、同じドーズ量であっても照射欠陥が大きいことが推察される。従って、照射欠陥も

ゲッタリングシンクとして機能する可能性から、ゲッタリング能力の向上が期待できる。しかしながら、モノマー

イオン注入に関する研究は多くの報告がなされているが、炭素クラスターイオン照射により Si ウェーハに形

成される照射欠陥に関しての詳細な解析は行われていない。今回、炭素クラスターイオン照射時の照射欠

陥形成におけるドーズ量およびクラスターサイズの依存性の評価を行い、照射欠陥のアモルファス化過程

のドーズ量依存性とクラスターサイズの影響を確認したので報告する。 
 

2．実験方法 
n 型 Si(100)基板にクラスターサイズ C3H5 の炭素クラスターイオンを加速電圧 80keV/cluster （C にかか

る加速電圧 23.4keV/carbon atom）、Tilt,Twist は 0°にて、炭素（C）を基準としたモノマーイオン注入換算のド

ーズ量が 1.8E15 , 2.0E15 , 3.0E15 atoms/cm2 となるように炭素クラスターイオン照射を行い、照射欠陥評

価のために TEM による断面観察を行った。 
  
3．まとめ 

Fig.1 に断面 TEM による観察結果を示す。ドーズ量 1.8E15 atoms/cm2 では 10nm 程度のアモルファス層

が形成された。ドーズ量の増加に伴いアモルファス層が厚くなることを確認することができた。今回の照射条

件では C の照射飛程は 80nm 程度であり、アモルファス層の形成は C の照射飛程より浅い位置であった。

Fig.1 の結果から、アモルファス層がドーズ量の増加に伴い表層側に伸展していくことが分かった。また、アモ

ルファス層の形成および表層側への伸展がモノマーイオン注入と比較して、より低ドーズ量の条件にて起き

ることを明らかにした。 

 
Fig.1 XTEM images of C3H5 cluster ions irradiated Si wafers with C doses of (a) 1.8E15 atoms/cm2, 

(b) 2.0E15 atoms/cm2, (c) 3.0E15 atoms/cm2. 
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